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Г О С Т  2 9 2 1 0 - 9 1

П Р Е Д И С Л О В И Е

1. О ф ициальные реш ения или соглаш ения М Э К  по техническим  вопросам , подготовленны е 
техническим и комитетами, в  которы х представлены  все  заинтересованны е нац иональны е ком итеты, 
выраж ают с возмож ной точностью  меж дународную согласован ную  точку зрения по рассм атривае
мым вопросам.

2. Эти реш ения представляю т собой реком ендации для меж дународного пользования и в  этом 
виде принимаю тся национальны м и комитетами.

3. В  целях содействия меж дународной униф икации М Э К  выраж ает пож елание, чтобы  все  
национальны е ком итеты  приняли настоящ ий стандарт М Э К  в  качестве своего  национального 
стандарта, н асколько  это позволяю т условия каждой страны . Л ю бое расхож дение со  стандартом 
М Э К  долж но бы ть четко указано в  соответствую щ их нац и ональны х стандартах.

II



ГОСТ 2 9 2 1 0 - 9 1

В ВЕД ЕН И Е

Настоящ ий стандарт подготовлен Техническим  комитетом М Э К  № 47 «Полупроводниковые 
приборы».

Публикация М Э К  747—3 представляет собой третью часть общ его стандарта на дискретные 
приборы (Публикация М Э К  747). В  дополнение к  общим требованиям Публикации М Э К  747— 1 в 
настоящ ем стандарте содержатся все  сведения по сигнальным  диодам и диодам — регуляторам тока 
и напряжения.

На совещ ании в  Л ондоне в  сентябре 1982 г. Технический комитет № 47 одобрил переиздание 
Публикаций М Э К  147 и М Э К  148 н а  основе нового принципа в зависимости от вида рассматрива
емого прибора. П оскольку все части, составляю щ ие настоящ ую Публикацию, были в свое время 
утверждены по Правилу ш ести или двух м есяцев, дополнительное голосование было признано 
нецелесообразным.

Сведения относительно интегральных схем , содержащиеся в  Публикациях М Э К  147 и 
М Э К  148, вклю чены  в Публикации М Э К  747— 1 и М Э К  748.

Сведения относительно м еханических и климатических испытаний, ранее содержащиеся в 
Публикациях М Э К  147—5 и М Э К  147—5А, вклю чены  в  Публикацию М Э К  749.

Соответствие данного стандарта современному уровню техники будет обеспечиваться путем 
пересмотра и дополнения его, по мере дальнейш ей работы Технического комитета №  47, с  учетом 
последних достижений в  области полупроводниковых приборов.

Таблица соответствия новых и прежних пунктов

Номер нового Номер прежнего Документ или Номер нового Номер прежнего Документ или
пункта пункта Публикация МЭК пункта пункта Публикация МЭК

ГЛАВА II

Раздел первый

1.1 4.8 7 4 7 -1 Д У 2.4.4 1.8 147-О Д А
2.1.1 1.1 147-О Д А 2.4.5 1.9 147-О Д А
2.1.2 1.2 147-О Д А 2.4.6 1.10 147-О Д А
2.1.3 1.3 147-О Д А 2.4.7 1.11 147-О Д А
2.1.4 1.5 147-О Д А 2.4.8 1.17 147-О Д А
2.1.5 1.14 147-О ЕД А 2.4.9 1.18 147-О Д А
2.2.1 1.4 147-О Д А 2.4.10 1.19 147—0Г, 1А
2.2.2 Новый 3.2.1 1.1 148, III
2.3.1 1.6 147-О Д А 3.2.2 2.2 148, III
2.3.2 1.15 147-О ЕД А 3.3.1 3.1 148+148В, III
2.3.3 1.16 147-О ЕД А 3.3.2 3.2 148, III
2.4.1 1.7 147-О Д А 3.3.3 3.3 148+148В, III
2.4.2 1.13 147-О ЕД А 3.3.4 3.4 148, III
2.4.3 1.12 147-О ЕД А 3.3.5 3.5 148+148В, III

Раздел второй

1 .1 -1 .2 4 .1 0 -4 .1 1 7 4 7 - 1 ,1V 3.2.1 1.2 148А, ГУ
1.3 С1 47(ЦБ)950 3.2.2 2.2 148А, ГУ
1.4 С2 На рассмотре 3.3.1 3.1 148А, ГУ
2 — нии 3.3.2 3.2 148А, ГУ

Раздел третий

1.1 4.12 7 4 7 - 1ДУ 3.2.1—3.2.2 Из 2 147—OF, 1Е
1.2— 1.3 1 .1 -1 .2 147-О Е Д Е 2.1.2
2.1.1 2.1 147-О Е , 1Е 3.3.1 2.1.3
2.1.2 2.2 147-О Е , 1Е 2.1.4
2.1.3 2.4 147-О Е , 1Е 2.2.1 148В, X III
2.1.4 2.6 147-О Е , 1Е 3.3.2 2.2.2
2.2.1 2.3 147—OF, 1Е 2.4.1
2.2.2 2.5 147—OF, IE 2.4.2
2.4.1— 3.3.3 2.4.3
2.4.3 2 .1 -2 3 147—OF, IE Из 3 747—3, ГУ, три

III
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Продолжение

Номер нового Номер прежнего Документ или Номер нового Номер прежнего Документ или
пункта пункта Публикация МЭК пункта пункта Публикация МЭК

ГЛАВА III

Раздел первый

1.1 и 1.2 1 1 4 7 - 1 ,1 , 2 - 4 2 - 4 1 4 7 - 1 ,1 ,
1.3 Новый ОДИН ОДИН

—

Раздел второй

1.1 1 1 4 7 - 1 ,1 , 2 и 3 2 и 3 147— 1,1, два
1.2 Новый два +47 (Ц Б )7 5 2

—

Раздел третий

1 - 5 1 - 5 1 4 7 - 1 ,1 ,
восемь

ГЛАВА IV

Раздел первый

1 - 3 1 - 3 1 4 7 -2 М Д , 4.2.3 1.1 47(Ц Б )810
один 4.2 .4 4 .2 .4 1 4 7 -2 М Д ,

4.1 1.1 47(Ц Б )809 один
4.2.1 4.2.1 1 4 7 -2 В .1 . 5 5 1 4 7 -2 М Д ,

один один
4.2 .2 1.1 47(Ц Б )755 6 6 1 4 7 -2 В Д ,

один

Раздел второй

1 - 3 1 - 3 1 4 7 -2 М Д , 7 2.1 47(Ц Б )888
два

4 - 6 1 47(Ц Б )889

Раздел третий

1 - 5  1 - 5  47(Ц Б)751

1

ГЛАВА V

2 3 1 4 7 - 4 ,1 1 ,
один

IV
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Приборы полупроводниковые

Д И С К Р Е Т Н Ы Е  П Р И Б О Р Ы  И  И Н Т Е Г Р А Л Ь Н Ы Е  С Х Е М Ы

Ч а с т ь  3
Сигнальные диоды (включая переключательные) 

и диоды — регуляторы тока и напряжения

Semiconductor devices. Discrete devices.
Part 3. Signal (including switching) and regulator diodes

MKC 31.080.10 
ОКСТУ 6361

ГОСТ 
29210-91 

(МЭК 7 4 7 -3 -8 5 )

Г л а  в a 1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж ЕН И Я

Дата введения 01.07.92

1. Введение
Настоящ им стандартом следует пользоваться вместе с М Э К  747— 1*, в  котором содержатся все 

основополагающ ие данные: 
по терминологии; 
по буквенным  обозначениям;
по основны м  предельно допустимым значениям параметров и характеристикам; 
по методам измерения; 
по приемке и надежности.
Порядок следования различных глав соответствует М Э К  747— 1, гл. I I I ,  п. 2.1.
2 . О бласть применения
В настоящ ем стандарте приводятся требования для следующ их классов и подклассов приборов: 
сигнальны х диодов (вклю чая переключательные): 
опорных диодов и стабилитронов; 
диодов — регуляторов тока.
Д анны й государственный стандарт применяется для разработки технических условий на си г

нальные диоды, в  том числе подлежащие сертификации.
3 . Буквенные обозначения
При наличии буквенны х обозначений они добавляются к  терминам, приведенным в  заголовках. 

Если для одного термина имеется несколько различных обозначений, то приводится наиболее 
употребительное.

Г л а в а  II. Т Е Р М И Н О Л О Г И Я  И  Б У К В Е Н Н Ы Е  О Б О ЗН А Ч Е Н И Я

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.
СИГНАЛЬНЫЕ ДИОДЫ  (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ)

1. Общ ие термины
Используются соответствующ ие термины и определения, приведенные в М Э К  747— 1. Термин 

и. 1.1 взят из настоящ его стандарта, гл. IV , п. 4.8.

* До прямого применения стандарта М ЭК в качестве государственного стандарта рассылку данного 
стандарта М ЭК на русском языке осуществляет ВНИИ «Электронстандарт».

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1992 
©  И П К  Издательство стандартов, 2004 

©  С ТА Н Д А РТИ Н Ф О РМ , 2008
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1.1. Сигнальный ди од* — диод, используемый для вы деления или обработки информации, 
содерж ащ ейся в  электрическом  си гнале, который изм еняется во  врем ени и может бы ть по своей  
природе цифровым или аналоговы м .

2 . Термины, относящ иеся к основным предельно допустимы м значениям параметров и характе
ристикам

И спользую тся термины и определения, приведенны е в  М Э К  747— 1, гл. IV , п. 5.
Д ополнительны е терм ины  и определения приведены  ниже.
2 .1 . Н апряж ения
2 .1 .1 . П остоя нн ое обратное напряж ение (Г ^ )  — значение п остоянн ого напряж ения, прилож ен

ного  к  диоду в  обратном направлении.
2 .1 .2 . С реднее обратное напряжение (vR(AVj) — значение обратного напряж ения, среднее за 

заданны й период.
2 .1 .3 . И м пульсное обратное напряж ение (  VRM) — наибольш ее м гн о вен н о е значени е обратного 

напряж ения, возни каю щ его н а  диоде, вклю чая все  повторяю щ иеся и неп овторяю щ иеся переходны е 
напряж ения.

2 .1 .4 . К оэф ф ициент детектирования по напряжению  (r jv) — отнош ение постоянного напряж е
ния нагрузки к  импульсному синусоидальном у входном у напряж ению  в  заданны х схем н ы х условиях.

2 .1 .5 . Н апряж ение прямого восстановления ( v ^ )  — изм еняю щ ееся напряж ение, возникаю щ ее 
в  течение врем ени прямого восстановлени я после м гновенного  переклю чения с нуля или заданного 
обратного напряж ения на заданны й прямой ток.

2 .2 . Токи
2 .2 .1 . С редний прямой ток  (1щау)) ~  значение прямого тока, среднее за заданны й период.
2 .2 .2 . Импульсный прямой ток  (IFM) — наибольш ее м гновенное значение прямого тока, вкл ю 

чая все  повторяю щ иеся и неповторяю щ иеся переходные токи.
2 .3 . Р ассеиваем ая мощ ность
2 .3 .1 . К оэф ф ициент детектирования по мощ ности (ц р) — отнош ение изм енения п остоянной 

м ощ ности в  сопротивлении нагрузки, вы зван н о го  сигналом  перем енного тока, к  м ощ ности, пода
ваемой от генератора си нусоидальны х си гналов, при работе диода в  заданном  режиме.

2 .3 .2 . Э нергия одиночного импульса (Ер) (поданного н а  детекторны й диод) — энергия одного 
короткого импульса, поданного на диод в  прямом направлении.

П р и м е ч а н и е .  При работе на предельно допустимых значениях параметров обычно устанавливается 
длительность импульса менее 10 мс.

2 .3 .3 . Энергия повторяю щ егося импульса (Ер(гер)) — энергия, содерж ащ аяся в  одном импульсе, 
который входит в  повторяю щ ую ся серию импульсов.

2 .4 . П рочие характеристики
2 .4 .1 . Заряд восстановления (Qr) — полны й заряд, восстан о вл ен н ы й  диодом после переклю че

ния с заданного прямого тока н а  заданное обратное напряж ение
П р и м е ч а н и е .  Такой заряд включает заряд, накопленный носителями, и заряд емкости обедненного слоя.

2 .4 .2 . Время обратного в о сст а н о в л ен и я ^ ) — интервал врем ени от м ом ента прохож дения тока 
через нуль при изм енении прямого направления н а обратное и до м омента, когда обратный ток 
ум еньш ается от амплитудного значения 1Ш  до заданного ни зкого  значения (к ак  показано н а  черт. 1) 
или когда он  при экстраполяции достигает нулевого значения (черт. 2).

* К сигнальным диодам в отечественной практике относятся импульсные и высокочастотные диоды.
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Черт. 2

П р и м е ч а н и е .  Экстраполяция осуществляется по двум заданным точкам А и В, как показано на 
черт. 2.

2.4.3. Время прямого восстановления ( ^ )  —время, необходимое для установления заданного 
значения после м гновенного переключения с нулевого или заданного значения обратного напряже
ния на заданное прямое смещение.

2.4.4. Дифференциальное сопротивление (г) — дифференциальное сопротивление, измеренное 
между выводами диода в заданных условиях.

2.4.5. Прямое сопротивление по постоянному току — частное от деления прямого постоянного 
напряжения на диоде на соответствующ ий прямой постоянный ток.

2.4.6. Обратное сопротивление по постоянному току — частное от деления обратного постоян
ного напряжения на диоде на соответствующий прямой постоянный ток.

2.4.7. Общая емкость (Ctot) — дифференциальная емкость на выводах диода, измеренная в 
заданных условиях смещения.

2.4.8. Общая чувствительность по току (р7) — частное от деления общего выпрямленного тока 
диода при заданной нагрузке на общую мощ ность входного сигнала.

2.4.9. Дифференциальная чувствительность по току (рг) — частное от деления приращения 
выпрямленного тока диода при заданной нагрузке на изменение мощности входного сигнала, 
вызвавш ей это приращение.

2.4.10. Добротность (детекторного диода) (М )  — параметр, характеризующий чувствительность 
приемного устройства и определяемый по формуле

Щ  F0p +  r a

где р — либо дифференциальная чувствительность по току (рг), либо общая чувствительность по 
току (р/) в зависимости от того, что требуется, но в любом случае в режиме короткого 
замыкания;

гор — сопротивление в рабочей точке;
N r — коэффициент шума диода;
Ra — эквивалентное сопротивление шума усилителя с высоким полным сопротивлением, и с

пользуемого для усиления выходного сигнала детекторного диода.
3. Буквенные обозначения
3 .1 . Общие положения
Применяются общие правила, изложенные в М Э К  747— 1, гл. V.
3 .2 . Дополнительные индексы
В  дополнение к  перечню общих индексов (см. М Э К  747—1, гл. V, пп. 2.2.1 и 3.3.1) рекомен

дуются следующие специальные индексы.
3.2.1. Токи, напряжения и мощности 
А, а — анод;
К, к — катод;
О — средний, выходной, выпрямленный.
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3 .2 .2 .  Э л е к т р и ч е ск и е  п ар ам етр ы  
5 , d  — затух ан и е;

г  — в о с ст а н о в л е н и е , в о с ст а н о в л е н н ы й , в ы п р я м л е н н ы й ;
S, s  — н а к о п л е н и е , н а к о п л е н н ы й .
3 .3 .  П ер еч ен ь  до п о л н и т ел ь н ы х  бук в ен н ы х о б о зн а ч ен и й
Б у к в е н н ы е  о б о зн ач е н и я , со д е р ж а щ и еся  в  д а н н о м  п ер еч н е, р е к о м е н д у ю т ся  д л я  и сп о л ь зо в ан и я  

в  о б л асти  с и гн а л ь н ы х  д и о д о в ; о н и  б ы л и  р азр аб о тан ы  в  со о т в е т ст в и и  с  о б щ и м и  п р ави л ам и .
3 . 3 . 1 .  Н ап р я ж ен и я

Наименование Буквенное
обозначение Примечание

Постоянное прямое напряжение VF

М гновенное полное прямое напряжение vF

Среднее прямое напряжение VF(AV)

Постоянное обратное напряжение Vr

М гновенное полное обратное напряжение VR

Импульсное обратное напряжение VRM

Неповторяющееся импульсное обратное напряжение VRSM

Пробивное напряжение VBR

Напряжение прямого восстановления VFR

Импульсное напряжение прямого восстановления VFRM

3 .3 .2 .  Т о к и

Наименование Буквенное
обозначение Примечание

Постоянный прямой ток h

М гновенный прямой ток h

Импульсный прямой ток Ifm

Импульсный прямой ток выброса h sM

Средний выпрямленный ток на выходе k

Постоянный обратный ток Ir

М гновенный обратный ток is

Импульсный обратный ток Irm

3 . 3 . 3 .  М о щ н о ст и

Наименование Буквенное
обозначение Примечание

Импульсная неповторяющаяся мощность PSM
Для детекторных

Рассеиваемая мощность на высокой частоте P e w ДИОДОВ

Импульсная рассеиваемая мощность на высокой частоте Prep
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3.3 .4 . П араметры переклю чения

Наименование Буквенное обозначение Примечание

Время прямого восстановления ¥
Время обратного восстановления tfT
Ток обратного восстановления hr
Заряд восстановления ъ

3.3 .5 . П рочие величины

Наименование Буквенное обозначение Примечание

Дифференциальное сопротивление Г

Коэффициент затухания 8 или d
Сопротивление затухания гъ или rrf

Коэффициент полезного действия 4

Коэффициент детектирования по напряжению 4v

Дифференциальная чувствительность по току Pi
Общая чувствительность по току Р /

Энергия одиночного импульса ЕР, Wp
Энергия повторяющегося импульса Ер(гер) Для детекторных дио

дов

Дифференциальное сопротивление в рабочей точке fop
Добротность м

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
ОПО РН Ы Е ДИ О ДЫ  И СТАБИЛИТРОНЫ

1. О бщ ие термины
И спользую тся соответствую щ ие терм ины  и определения, приведенны е в  М Э К  747— 1. Терм и

н ы , приведенны е ниже в  пп. 1.1 и 1.2, взяты  из настоящ его стандарта, гл. IV , пп. 4 .10  и 4 .11. 
Прочие специальные терм ины  приведены  ниже.
1.1. Опорный ди од  — диод, н а  вы во дах которого возни кает опорное напряж ение заданной 

точности  в  режиме см ещ ения для работы  в  заданном  диапазоне токов.
1.2. Стабилитрон — диод, н а  вы во дах которого возни кает практически п остоянное напряж ение 

в  заданном  диапазоне токов.
2 . Термины, относящ иеся к предельно допустимы м значениям параметров и характеристикам
Используются соответствующ ие термины и определения, приведенные в  М Э К  747— 1, гл. IV , п. 5.
3 . Буквенные обозначения
3 .1 . О бщ ие полож ения
И спользую тся общ ие правила, излож енны е в  М Э К  747— 1, гл. V.
3 .2 . Дополнительны е индексы
В  дополнение к  перечню  общ их и н дек со в (см . М Э К  747— 1, гл. V , пп. 2 .2 .1  и 3 .3 .1) реком ен

дую тся следую щ ие специальны е и ндексы .
3 .2 .1 . Т о ки , напряж ения и м ощ ности 
Z, z  — рабочий.
3 .2 .2 . Электрические параметры 
Z, z  — рабочий.
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3 .3 . П еречень дополнительны х буквенны х обозначений
Содерж ащ иеся в  перечне б уквенны е обозначения реком ендую тся для использования в  области 

опорны х диодов и стабилитронов; они были разработаны в  соответстви и  с общ ими правилами.
3.3 .1 . Напряж ения

Наименование Буквенное обозначение Примечание

Рабочее напряжение VZ
Постоянное обратное напряжение, находящееся 

ниже диапазона рабочих напряжений

Шумовое напряжение в диапазоне рабочих напряже
ний K,z

Обозначение приме
нимо также в том случае, 
если это не приводит к 
смещению понятий

3.3 .2 . Т оки

Наименование Буквенное обозначение Примечание

Постоянный обратный ток в диапазоне рабочих на
пряжений I z

Постоянный обратный ток при напряжении, нахо
дящемся ниже диапазона рабочих напряжений Ir

3.3 .3 . П рочие величины

Наименование Буквенное обозначение Примечание

Температурный коэффициент рабочего напряжения a VZ Запасное обозначе
ние: Sz

Длительная нестабильность рабочего напряжения Для опорных диодов

Дифференциальное сопротивление в диапазоне ра
бочих напряжений rz

РАЗДЕЛ Т РЕТ И Й . 
Д И О Д Ы  -  РЕ ГУ Л Я Т О РЫ  ТОКА

1. О бщ ие термины
И спользую тся соответствую щ ие терм ины  и определения, приведенны е в  М Э К  747— 1. Терм ин, 

приведенны й в  п. 1.1, взят из настоящ его стандарта, гл. IV , п. 4 .12.
Прочие специальные терм ины  и определения приведены  ниже.
1.1. Д и о д  — регулятор тока — диод, ограничиваю щ ий то к  до  практически  постоянной  величи

ны  в  заданном  диапазоне напряж ений.
1.2. А нод — электрод, от которого в  диоде протекает то к , ко гда в  целях вы п олнени я ф ункции 

регулирования к  нем у прилагается напряж ение.
1.3. К атод — электрод, в  направлении которого в  диоде протекает то к , когда в  целях вы п ол

нения функции регулирования к  нем у прилагается напряж ение.
2 . Термины, относящ иеся к предельно допустимы м значениям параметров и характеристикам
И спользую тся соответствую щ ие терм ины  и определения из М Э К  747— 1, гл. IV , п. 5.
Ниже приводятся дополнительны е терм ины  и определения.
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2 .1 . Напряжения
2.1 .1 . Д иапазон регулирования — диапазон напряж ений, в  котором значение тока поддержива

ется в  заданны х узких пределах.
2 .1 .2 . Н апряж ение регулирования (рабочее напряжение) (F$) — напряжение в диапазоне регу

лирования диода — регулятора тока.
2 .1 .3 . Н апряж ение ограничения (Кх) — напряжение в точке IL на вольт-амперной характерис

тике.
2 .1 .4 . Н апряж ение на изгибе вольт-амперной характеристики — ( VK) — напряж ение, близкое к  

ниж нему изгибу вольт-амперной характеристики.
2 .2 . Токи
2.2 .1 . Ток регулирования (рабочий ток) ( I s) — ток в диапазоне регулирования диода — регуля

тора тока.
2 .2 .2 . Ток ограничения ( IL) — заданный ток, находящ ийся ниже диапазона регулирования.
2 .3 . Рассеиваем ая мощность
2 .4 . П рочие характеристики
2.4 .1 . П роводимость ди ода — регулятора тока в режиме малого сигнала (gs) — проводимость в 

режиме малого сигнала в диапазоне регулирования диода — регулятора тока.
2 .4 .2 . П роводимость на изгибе вольт-амперной характеристики (gk) — проводимость диода — 

регулятора тока в режиме малого сигнала при напряжении на изгибе вольт-амперной характерис
тики.

2.4 .3 . Температурный коэф ф ициент тока регулирования (рабочего тока ( a IS) — отнош ение из
м енения тока регулирования (рабочего тока) между двумя заданными значениями температуры к  
изменению температуры.

П р и м е ч а н и е .  Изменение тока регулирования (рабочего тока) обычно выражается в процентах тока 
регулирования (рабочего тока).

Характеристика диода — регулятора тока с обозначениями

1 — максимальное рекомендуемое значение 

Черт. 3

3 . Буквенные обозначения
3 .1 . О бщ ие положения
И спользуются общие правила М Э К  747— 1, глава V.
3 .2 . Дополнительные индексы
В дополнение к  перечню общ их и ндексов, приведенных в М Э К  747— 1, гл. V. пп. 2.2.1 и 3.3.1, 

рекомендую тся следующ ие специальные индексы .
3.2.1. Токи , напряжения и мощ ности 
S, s — регулирование;
L — ограничение;
К  — изгиб.
3.2.2. Электрические параметры 
S, s — регулирование;
к  — изгиб.
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3 .3 . Перечень дополнительных буквенных обозначений
Содержащиеся в  перечне буквенные обозначения рекомендуются для использования в области 

диодов — регуляторов тока; они были разработаны в соответствии с общими правилами.
3.3.1. Напряжения

Наименование Буквенное обозначение Примечание

Напряжение регулирования (рабочее напряжение) vs
Напряжение ограничения VL
Напряжение на изгибе вольт-амперной характеристики Vk

3.3.2. Токи

Наименование Буквенное обозначение Примечание

Ток регулирования (рабочий ток)

Ток ограничения h

3.3.3. Прочие величины

Наименование Буквенное обозначение Примечание

Проводимость диода—регулятора тока в режиме малого 
сигнала

&

Проводимость на изгибе вольт-амперной характеристики 8к

Температурный коэффициент тока регулирования (рабо
чего тока)

a IS

Изменение тока регулирования A IS

Г л а в а  III. О С Н О В Н Ы Е  П Р Е Д Е Л Ь Н О  Д О П У С Т И М Ы Е  ЗН А Ч Е Н И Я  П А РА М Е Т РО В
И  Х А РА К ТЕ РИ С ТИ К И

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.
СИГНАЛЬНЫЕ ДИОДЫ  (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ)

1. О бщ ие положения
1.1 . О бласть применения
Сведения, приведенные в настоящ ем разделе, не распространяются на диоды, предназначенные 

для работы на частотах свыш е нескольких сотен М Гц.
1.2 . М етоды  установления предельно допустимых значений параметров
Сигнальные диоды определяются как  приборы, параметры которых устанавливаю тся при 

температуре окружающей среды или при температуре корпуса, или, в  случае необходимости, при 
обеих температурах.

1.3 . Рекомендуемые температуры
Больш инство предельно допустимых значений параметров и характеристик следует указать при 

температуре 25 °С и какой-либо другой заданной температуре. Если не оговорено иное, эта заданная 
температура выбирается изготовителем из перечня, приведенного в М Э К  747— 1, гл. V I, п. 5.

2. П редельно допустимые значения параметров
Устанавливаю тся следующие предельно допустимые значения.
2 .1 . Температуры
2.1.1. М инимальная и максимальная температуры хранения (Tstg).
2.1.2. М инимальная и максимальная рабочие температуры окружающей среды или корпуса 

(ГииА ИЛИ Tcase).
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2 .2 . Н апряж ения и токи
П риводимые предельно допустим ые значения напряж ений и то ко в долж ны  обеспечивать 

работу прибора в  заданном  диапазоне рабочих температур. Е сли  такие предельно допустим ые 
значения (например, прямого тока, обратного напряж ения и т. д .) зависят от температуры, эта 
зависим ость долж на бы ть указана.

2 .2 .1 . М аксим альное постоянное обратное напряж ение ( VR).
2 .2 .2 . М аксим альное импульсное обратное напряж ение в  заданном  им пульсном  режиме (для 

переклю чательны х диодов) ( VRM).
2 .2 .3 . М аксим альны й постоянны й  прямой то к  (IF).
2 .2 .4 . М аксим альны й им пульсны й прямой то к  в  заданны х услови ях (за исклю чением  переклю 

чательны х диодов) (1Ш) ■
2 .2 .5 . И м пульсны й прямой то к  при заданной длительности импульса и скваж ности  (для пере

клю чательны х диодов) (1рМ)
2 .3 . Р ассеиваем ая мощ ность (при необходим ости)
Зависим ость м аксим альной рассеиваем ой м ощ ности от температуры (Р ) или м аксим альное 

тепловое сопротивление переход—корпус ( Ищ—с)) или переход — окруж ающ ая среда (К щ —атЪ))> 
м аксим альная эф ф ективная температура перехода ( 7 / ^ )  и м аксим альное значени е рассеиваем ой 
м ощ ности (Р).

Л ю бы е специальные требования в  отнош ении вентиляции и/или монтажа долж ны оговариваться.
3 . Характеристики
Д олж ны  бы ть указаны  следую щ ие характеристики. Значения устанавливаю тся при одном из 

напряж ений и/или то ко в, взяты х из перечня, п риведенного в  М Э К  747— 1, гл. V I, п. 6.
3 .1 . О братны й ток  ( /д>)
М аксим альное значение при м аксим альном  п остоянн ом  обратном напряж ении и при низком  

значении обратного напряж ения при температуре 25 °С и другой, более вы со ко й  температуре, взятой 
из перечня, приведенного в  М Э К  747— 1, гл. V I, п. 5.

3 .2 . П рям ое напряжение (V F)
М аксимальное значение при максимальном значении постоянного прямого тока при температуре 

25 °С. М инимальное значение при низком значении постоянного прямого тока при температуре 25 °С.
3 .3 . О бщ ая емкость ( Сш)
М акси м альное значение при заданном  низком  значении обратного напряж ения при темпера

туре 25 °С; частота долж на быть достаточно ни зкой, чтобы  вторичным и эф фектами мож но было 
пренебречь.

3 .4 . П араметры  переключения
Д ля диодов, работаю щ их к а к  переклю чатели, долж ны  указы ваться следую щ ие характеристики 

при температуре 25 °С.
3 .4 .1 . а) Заряд восстановлени я (Qr)
М аксим альное значение в  заданны х условиях прямого то ка  и обратного см ещ ения либо
б) Врем я обратного восстан о вл ен и я (
Если  не может бы ть указано м аксим альное значение заряда восстан о вл ен и я (п. 3 .4 .1а ), то 

следует указы вать м аксим альное значение врем ени обратного во сстановлени я при переклю чении с 
заданного прямого тока путем подачи заданного обратного напряж ения или тока и в  заданны х 
схем ны х условиях.

3 .4 .2 . И м пульсное напряж ение восстановлени я (VFRM) (при необходим ости)
М аксим альное значение при переклю чении с заданного обратного напряж ения н а заданны й

прямой ток.
3 .4 .3 . Врем я прямого во сстановлени я (tfr) (при необходим ости)
М аксим альное значение при переклю чении с заданного обратного см ещ ения н а заданны й 

прямой ток.
3 .5 . К оэф ф ициент детектирования
Д ля диодов, п редназначенны х для использования в  детекторны х схем ах, необходимо указы вать 

следующ ие характеристики:
а) Коэф ф ициент детектирования по напряж ению  (r|v)
М аксим альное значение при температуре 25 °С и заданны х условиях см ещ ения. Н еобходимо 

такж е определить схем ны е условия и частоту измерения. Д анная  характеристика обы чно указы вается 
для вы со ко часто тн ы х м ощ ны х детекторны х диодов либо

б) Коэф ф ициент детектирования по м ощ ности (г|р)
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М инимальное значение при заданных условиях смещ ения при температуре 25 °С и другой, 
более вы сокой температуре, взятой из перечня, приведенного в  М Э К  747— 1, гл. V I, и. 5.

Следует также определить схемные условия и частоту, н а  которой проводится измерение. Эта 
характеристика обычно указывается для вы сокочастотны х маломощ ных детекторных диодов.

3.6. Шум ( Vn> /„) (при необходимости)
М аксим альное значение шумового напряжения или тока в  зависимости от прямого или 

обратного смещ ения диода соответственно.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
ОПОРНЫЕ ДИОДЫ  И СТАБИЛИТРОНЫ

1. О бщ ие положения
1.1. М етоды установления предельно допустимых значений параметров
Опорные диоды и стабилитроны определяются к ак  приборы, параметры которых устанавлива

ются при температуре окружающей среды или при температуре корпуса, или при обеих температурах.
1.2 . Рекомендуемые температуры
Больш инство предельно допустимых значений параметров и характеристик следует указывать 

при температуре 25 °С и какой-либо другой заданной температуре. Если не оговорено иное, эта 
температура выбирается изготовителем из перечня, приведенного в М Э К  747— 1, гл. V I, п. 5.

2. П редельно допустимые значения параметров
Указываю тся следующие предельно допустимые значения параметров.
2 .1 . Температуры
2.1.1. М инимальная и максимальная температуры хранения (Tstg).
2.1.2. М инимальная и максимальная рабочие температуры окружающей среды или корпуса 

(^атЬ ИЛИ Tcase).
2 .2 . Токи
Эти предельно допустимые значения должны обеспечивать работу прибора в  заданном диапа

зоне рабочих температур. Если эти предельно допустимые значения зависят от температуры, эта 
зависимость должна быть указана.

2.2.1. М аксимальный постоянный обратный ток (Iz) (для диодов, предназначенных для работы 
в области пробоя).

2.2 .2 . М аксимальный постоянный прямой ток (IF) (для диодов, предназначенных для работы 
в области прямой проводимости).

3 . Характеристики
3 .1 . Общ ие положения
Характеристики должны указываться при температуре 25 °С и, при необходимости, при другой 

заданной температуре, взятой из перечня, приведенного в  М Э К  747— 1, гл. V I, и. 5.
3 .2 . Рабочее напряжение ( Vz )
Н оминальное, минимальное и максимальное значения при заданном значении тока из шкалы 

1, 2 , 5.
Для опорных диодов, работающих в режиме обратного пробоя, предпочтительные номиналь

ны е значения напряжений и их соответствующ ие предельно допустимые значения приводятся в 
М Э К  7 4 7 - 1 ,  гл. V I, пп. 6.3 и 6.4.

3 .3 . Дифференциальное сопротивление в диапазоне рабочих напряжений (rz)
3.3.1. М аксимальное значение при токе, указанном в  п. 3.2.
3.3.2. М аксимальное значение при рекомендуемом минимальном рабочем токе.
3 .4 . Температурный коэф ф ициент рабочего напряжения ( a v z )
М инимальное и максимальное значения (% на °С) при токе, указанном в и. 3.2. Если этот 

коэффициент сущ ественно изменяется в  зависимости от температуры, это изменение должно быть 
указано, а  также должны быть заданы температуры, при которых проводятся измерения.

3 .5 . Емкость перехода (при необходимости)
Максимальное значение при заданном обратном напряжении, которое ниже напряжения пробоя.
3 .6 . Обратный ток (IR)
Максимальное значение при заданном обратном напряжении, которое ниже напряжения пробоя.
3 .7 . П рямое напряжение ( VF) (только для стабилитронов) (при необходимости)
Типовое или максимальное значение при максимальном постоянном прямом токе для диодов, 

предназначенных для работы в области пробоя.
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3.8. Шумовое напряжение в диапазоне рабочих напряжений ( Vnz) (при н ео б хо д и м о сти ) 
М а к си м а л ь н о е  зн а ч е н и е  при з а д а н н ы х  у сл о ви я х  ч а с т о т ы , ш и р и н ы  п о л о сы  ч а ст о т  и  р аб о ч его  

то к а . Д о л ж н о  б ы ть  у к а за н о  и зм ен ен и е  д а н н о го  п ар ам етр а в  за в и си м о ст и  о т тем п ер ату р ы , есл и  это  
и зм ен ен и е  я в л я е т с я  су щ е ст в е н н ы м .

РА ЗДЕЛ  Т Р Е Т И Й . 

Д И О Д Ы  -  РЕГУ Л Я ТО РЫ  ТОКА

1. Тип прибора
Д и о д  — р егул ято р  т о к а , п ар ам етр ы  к о то р о го  у ст а н а в л и в а ю т ся  п ри  тем п ер атур е о кр уж аю щ ей  

ср ед ы  или при тем п ер атур е ко р п уса .
2. Полупроводниковый материал
К р ем н и й  и  т . д .
3. Габаритный чертеж
3 .1 . О б о зн а ч е н и е  М Э К : 1) габ ар и тн ы й  чер теж  п р и бор а (к о д  А ); л и б о  2 ) о с н о в а н и я  (к о д  В )  и  

к о р п у са  (к о д  С ).
(В  д о п о л н е н и е  м о гут б ы ть  п р и вед ен ы  н а ц и о н а л ь н ы е  о б о з н а ч е н и я .)
3 .2 . М атер и ал  к о р п уса : ст е к л о /м е т а л л /п л а ст м а сса /д р у ги е .
3 .3 . О б о зн а ч е н и я  в ы в о д о в  и  л ю б ы х  со е д и н е н и й  в ы в о д о в  с  ко р п усо м .
4. Предельно допустимые значения (система абсолютных значений) параметров в диапазоне 

рабочих температур, если не оговорено иное
4 .1 . М и н и м а л ь н а я  и  м а к си м а л ь н а я  тем п ер атур ы  х р а н е н и я  (T slg).
4 .2 . М и н и м а л ь н а я  и  м а к си м а л ь н а я  р аб о ч и е тем п ер атур ы  о кр уж аю щ ей  с р е д ы  и л и  к о р п у са  

( ТатЬ ИЛИ Cease) ■
4 .3 . М а к си м а л ь н а я  о бщ ая  р а ссе и в а е м а я  м о щ н о ст ь  при тем п ер атур е о кр уж аю щ ей  с р е д ы  или 

к о р п у са  25  °С  (P tot), а  так ж е к р и ва я  сн и ж е н и я  и ли  к о э ф ф и ц и е н т  сн и ж ен и я  п ар ам етр о в.
4 .4 . П р и  н ео б хо д и м о сти , м а к си м а л ьн о е  о б р атн о е  н ап р яж ен и е (о тр и ц ател ьн о е  н ап р яж ен и е 

а н о д -к а т о д ) ( VR) или  м а к си м а л ьн ы й  о б р атн ы й  т о к  (IR).
4 .5 . П р и  н ео б хо д и м о сти , м а к си м а л ь н о е  п р ям ое н ап р яж ен и е (VF).
5. Электрические характеристики

Пункт Характеристика Условия при ТатЬ или Т(ше =  25 “С, 
если не оговорено иное

Буквенное
обозначение Требования

5.1 Ток регулирования Гу оговаривается ( Vs l ) Isi мин. макс.

5.2 Ток регулирования Vs  оговаривается при макси
мальном рекомендуемом рабочем 
напряжении ( УуЧ2)

JS2 макс.

5.3 При необходимости, темпера
турный коэффициент тока 
регулирования

V$ оговаривается, как  в п. 5.1, 
диапазон 7'атъ или Tcase

a IS мин.* м акс.*

5.4 Изменение тока регулирования 
при оговоренном изменении Vs

О говариваются два значения 
Vs  для крайних значений 

диапазона регулирования Г д

AIS макс.

5.5 Проводимость регулятора в ре
жиме малого сигнала

VSb F f=  1 кГц Ss макс.

5.6 Напряжение ограничения I I  оговаривается, предпочти
тельно 0,8 /Л| мин.

VL макс.

5.7 При необходимости проводи
мость на изгибе вольт-амперной 
характеристики

Vk оговаривается, / =  1 кГц gk макс.

* «М акс.» означает наиболее положительное (наименее отрицательное) значение; «мин.» означает 
наименее положительное (наиболее отрицательное) значение. Следует указывать знаки ( + / —), соответствующ ие 
каждому из значений, минимальному и максимальному.

П р и м е ч а н и е .  При необходимости, выбирается один из пи. 5 .3—5.5.
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Г л а в а IV. М Е Т О Д Ы  И З М Е Р Е Н И И  

РАЗДЕЛ П ЕРВ Ы Й
СИГН АЛЬНЫ Е ДИОДЫ (ВКЛЮЧАЯ П ЕРЕКЛЮ ЧАТЕЛЬН Ы Е)

1. Обратный ток IR
а) Цель
Измерение обратного тока диода при заданном обратном напряжении.
б) Схема измерения (черт. 4)
При проведении измерения в импульсном режиме регулируемый источник постоянного н а

пряжения заменяется генератором импульсов напряжения, 
вольтметр — прибором для измерения пиковых значений, а 
амперметр — пиковым вольтметром, подключенным к  вы во 
дам калибровочного резистора Rv

в) М етодика измерения
Устанавливается заданное значение температуры. 
Генератор регулируемого напряжения настраивается 

таким образом, чтобы получить на диоде заданное обратное 
напряжение VR.

С амперметра А  считывается значение обратного тока
I*

г) Заданные условия
Температура окружающей среды, корпуса или в кон- 

трольной точке (Tamb, Tcase, Tref).
Обратное напряжение (VR).

D — измерительный диод;
R\ — калибровочный резистор (только для из 
мерения в импульсном режиме); Ri — защит

ный резистор

Черт. 4

Длительность и скваж ность импульса, при необходимости.
2. П рямое напряжение VF
а) Цель
Измерение прямого напряжения на вы водах сигнального 

заданны х условиях.
б) Схема измерения (черт. 5)
Если необходимо провести измерение в импульсном режиме, 

регулируемый источник постоянного напряжения заменяется ге
нератором импульсов напряжения, вольтметр — прибором для из
мерения пиковых значений, а амперметр — пиковым вольтметром, 
подключенным к  выводам калибровочного резистора

в) М етодика измерения
Устанавливается заданное значение температуры.
Генератор регулируемого напряжения настраивается таким 

образом, чтобы получить заданный прямой ток IF.
С вольтметра V  считывается значение прямого напряжения VF.
г) Заданные условия
Температура окружающей среды, корпуса или в контрольной 

точке (ТатЬ, Tease> тге, )•
Прямой ток (/^).
Д лительность и скваж ность импульса, при необходим ости.
3. О бщ ая емкость С  tot
а) Цель
Измерение общей емкости диода в заданны х условиях.
б) Схема измерения (черт. 6)

или переключательного диода в

D — измеряемый диод;
R\ — калибровочный резистор (только 
для измерения в импульсном режиме); 

R2 — высокоомный резистор

Черт. 5

D — измеряемый диод 

Черт. 6

в
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в) О писание схемы и требования к  ней
А ктивная проводимость резистора Я должна быть мала по сравнению  с полной проводимостью 

измеряемого диода.
К онденсатор С должен выдерживать обратное напряжение смещ ения диода и обеспечивать 

короткое замыкание на частоте измерения.
г) М еры предосторож ности
Если измеряемая ем кость очень мала, условия монтажа оказываю т влияние на точность 

измерения и должны быть оговорены.
д) М етодика измерения
Устанавливается заданное значение температуры.
Устанавливается заданное значение напряжения на вы водах диода VR. Затем вольтметр V  

отклю чается из схемы и с помощ ью моста переменного тока определяется ем кость измеряемого 
диода путем вычитания значения, измеренного при отсутствии диода в цепи, из значения, получен
ного при вклю ченном  в схему диоде.

е) Заданные условия
Температура окружающей среды, корпуса или в контрольной точке ( Tamb, Tcase, Tref).
Обратное напряжение (Ед).
Ч астота измерения, если она не равна 1 М Гц.
Условия монтажа диода, при необходимости.
4. Параметры переключения
4 .1 . Время прямого восстановления tfr и импульсное напряжение прямого восстановления VFRM
а) Цель
Измерение времени прямого восстановления и импульсного напряжения прямого во сстан о в

ления переключательного диода.
б) Схема измерения (черт. 7)
в) О писание схемы и требования к  ней
Генератор импульсов С подает заданные импульсы

прямого тока 1Ш; генератор напряжения V2 через резис
тор Я2 обеспечивает заданное обратное напряжение 
смещ ения VR, если оно не равно нулю.

Значение Я} должно быть таким, чтобы произве
дение 1Ш  на Ri превыш ало значение падения прямого 
напряж ения на диоде; значение С должно быть таким, 
чтобы постоянная времени С (R x +  Rg) превыш ала ш и
рину импульса, где Rg — выходное полное сопротивле
ние генератора G. При отсутствии обратной поляриза
ции в конденсаторе С н ет необходимости. Значение Я2 
должно превыш ать Яъ а значение Rg должно быть до
статочно низким, чтобы падение напряжения на резис
торе Яр  вы званное обратным током диода, было 
незначительным.

Я3 и Я4 — резисторы с низкой индуктивностью , значения сопротивления которых вм есте с 
входным полным сопротивлением Ях осциллографа должны превыш ать прямое полное сопротивле
ние диода.

О — двухлучевой осциллограф с внутренним сопротивлением Ях.
г) М етодика измерения
Устанавливается заданное значение температуры.
Вы ходное напряжение генератора Vx увеличивается от нуля до заданного значения прямого

D — измеряемый диод 

Черт. 7

тока

lFM
Ri + Rg

С помощью осциллографа измеряются время прямого восстановления и импульсное напряж е
ние прямого восстановления,

д) Заданные условия
Температура окружающей среды, корпуса или в контрольной точке ( Tamb, Tcase, Trej).
Обратное напряжение ( VR), если оно не равно нулю.
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Импульсный прямой ТОК (Тш ).
Напряжение прямого восстановления VFR, определяющее окончание времени прямого восста

новления, если оно не равно 110 % VF.
Характеристики импульсов: длительность, время нарастания и частота повторения.
Значения Ri и R2-
4.2. Заряд восстановления Qr, время обратного восстановления trr
4.2.1. Введение
После мгновенного переключения диода с прямого направления на обратное наблюдается 

переходный обратный ток, который затем снижается до конечного значения обратного тока диода, 
как указано на черт. 10.

Это явление может ограничить быстродействие переключающих схем.
Существует два общепринятых метода, обычно используемых для определения характеристики 

обратного восстановления диода.
При первом методе диод монтируется в схему, прямой ток, обратное напряжение, полное 

сопротивление схемы и форма переключающего импульса которой точно оговорены. Измеряется 
промежуток времени между началом падения прямого тока и моментом, когда обратный ток 
достигает заданного значения после прохождения через пик; этот промежуток времени опреде
ляется как время обратного восстановления (см. черт. 10). Недостаток этого метода состоит в 
том, что определенное таким образом время обратного восстановления применимо только для 
заданных схемных условий и не может быть непосредственно применимо для других схемных 
условий.

Второй метод основывается на использовании того факта, что основной причиной обратного 
восстановления является накопленный диодом заряд. Такой заряд состоит из двух частей: первая 
вызывается неосновными носителями заряда, вторая — зарядом емкости диода. Полный заряд, 
протекающий через диод при переключении диода с заданного прямого тока на заданное обратное 
напряжение в заданной схеме, называется зарядом восстановления.

При условии, что часть заряда, обусловленная емкостью диода, незначительна, а полное 
сопротивление является низким, заряд восстановления будет приблизительно пропорционален 
прямому току в момент переключения и, по существу, независим от приложенного обратного 
напряжения.

В этих условиях заряд восстановления на единицу прямого тока является характеристикой 
диода и относительно независим от схемных условий. Поэтому, когда возможно, диоды предпочи
тается характеризовать величиной заряда восстановления.

Следующий пример приводится для иллюстрации использования понятия «заряд восстановле
ния».

Рассмотрим диод, в котором при заданных условиях измерения при переключении с прямого 
тока в 10 мА заряд восстановления составляет 500 пКл.

Время восстановления диода при его переключении с прямого тока 2 мА на обратное напря
жение 10 В в цепи с полным сопротивлением 10000 Ом может быть вычислено следующим образом.

Заряд восстановления 500 пКл • =100 пКл.
10 мА

До исчезновения накопленного в диоде заряда обратный ток после переключения будет 
ограничен внешней цепью и составит

10000 Ом

Время, необходимое для устранения заряда, составит
100 пКл 

1 мА
100 нс.

Полученное значение и является временем обратного восстановления диода в заданных усло
виях.

4.2.2. Заряд восстановления Qr
а) Цель
Измерение заряда восстановления при быстром переключении диода из условий прямого 

смещения в условия обратного смещения.



б) Схема измерения (черт. 8)
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1

D — измеряемый диод 

Черт. 8

в) О писание схем ы  и требования к  ней
Е м кость конденсатора Q  долж на быть достаточно мала, чтобы  он полностью  разряжался в  

интервале между импульсами

RgCx«  j ,

где Rg — внутреннее сопротивление генератора импульсов G.
щ  должно быть достаточно большим, чтобы  обеспечить н а  измеряемом диоде п остоянны й ток.
При измерении долж ны быть обеспечены  такие условия, чтобы  обратный то к  диодов D{ и D2 

был ничтож но мал. Диод Dx долж ен иметь значительно меньш ий заряд восстановлени я, чем заряд 
восстановлени я измеряемого диода. С2 вы бирается таким образом, чтобы  н а  амперметре Л2 получить 
среднее значения тока

К С 2 » tp,

где R a — внутреннее сопротивление амперметра.
г) М етодика измерения
У станавли вается заданное значение температуры.
При отклю ченном  генераторе импульсов Vx регулируется таким  образом, чтобы  н а амперметре 

А\ получить заданны й прямой то к  IF, V2 регулируется таким образом, чтобы  напряж ение между 
точкой А  и землей было не ниже прямого порогового напряж ения диода D2, например около 0 ,6  В  
для крем ниевы х диодов.

Генератор импульсов устанавливается н а  заданны е условия амплитуды Vg, длительности им 
пульса tp, врем ени нарастания tr и частоты  /

При отклю ченном  генераторе напряж ения FJ и вклю ченном  генераторе импульсов G с ампер
метра А2 считы вается значение тока 1{.

При вкл ю чен н ы х генераторах напряж ения Vx и генераторе импульсов G с  амперметра А2 
счи ты вается значение тока / 2.

Заряд восстановлени я вы числяю т по формуле

д) М еры  предосторож ности
Т а  часть схем ы , которая располож ена внутри пунктирны х линий, долж на быть вы п олнена в 

соответствии с правилами, применимыми для быстродействую щ их схем. О собое вним ание следует 
уделить сниж ению  и ндуктивности  схем ы , вклю чая соединения с  измеряемым диодом.

е) Заданны е условия
Температура окружающ ей среды, корпуса или в  контрольной точке ( Tamh, Tcase, Trefi.
Прямой то к  (7^).
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Амплитуда (Vg), длительность (tp) импульсов, время нарастания (tr) и частота повторения (/). 
4.2.3. Время обратного восстановления /п (при заданном VR)
а) Цель
Измерение времени обратного восстановления диода в заданных условиях переключения.
б) Схема измерения (черт. 9)

Черт. 9
в) Описание схемы и требования к  ней
Выходное полное сопротивление R G генератора G и входное полное сопротивление Rs  осцил

лографа 0 2 равны 50 Ом, если не оговорено иное. Время нарастания генератора и осциллографа 
должно быть менее trr

Длительность импульса tp должна более чем втрое превышать заданное максимальное значение trr
Применение аттенюаторов 1 и 2  необязательно, они могут использоваться для улучшения согла

сования генератора импульсов и осциллографа и иметь коэффициент затухания выше или равный 6 дБ.
П остоянная времени RLCL должна быть меньше 0,1 макс., если не оговорено иное:
при Rl = R g +  Rs = 100 Ом, если не оговорено иное,
где Rl — действительная часть общего полного сопротивления измеряемого диода;
Сь — общая емкость схемы, включая диод.
Q  должна превышать trr макс ./R L.
Полное сопротивление Zt генератора тока должно превышать RL.
Входное полное сопротивление осциллографа Ох для измерения поданного на диод напряжения 

VR должно превышать RL.
Вместо осциллографов Ох и 0 2 может быть использован двухлучевой осциллограф.
г) М етодика измерения
Устанавливается заданное значение температуры.
От генератора на диод поступает заданный прямой ток IF.
Импульсы от генератора G подаются на диод; амплитуда импульсов увеличивается до тех пор, 

пока на осциллографе 0 { не будет достигнуто заданное значение напряжения VR, приложенного к  
диоду в выклю ченном состоянии.

Время обратного восстановления измеряется с помощью осциллографа 0 2 с момента, когда 
ток равен нулю, до того момента, когда обратный ток уменьш ается до заданного тока восстановления 
irr (черт. 10).

Форма волны тока диода при измерении trr

Черт. 10
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мер,

д) Заданные условия
Температура окружающей среды, корпуса или в контрольной точке ( ТатЬ, Tcase, Trej).
Прямой ток (IF).
Т о к  восстановления ( Q  или 0,1 IF, если не оговорено иное.
Обратное напряжение (VR), приложенное к  диоду.
Общее сопротивление нагрузки диода RL (или R Gn Rs), если оно не равно 100 Ом.
4.2.4. Время обратного восстановления (при заданном 1Ш )
а) Цель
Измерение времени обратного восстановления быстродействующ его диода, если оно, напри- 
меныпе 100 нс.
б) Схема измерения (черт. 11)

в) Описание схемы и требования к  ней
Вы ходное полное сопротивление генератора G и входное полное сопротивление осциллографа 

равны  50 Ом, если не оговорено иное. Время нарастания генератора и осциллографа должно быть
менее t^.

Д лительность импульса должна превыш ать 3 trr макс.
Е сли  не оговорено и ное, во л н о вое сопротивление аттеню аторов долж но составл ять 50 Ом, 

а затухание долж но бы ть более или равно 6 д Б  и аттеню аторы  долж ны  пропускать п остоянн ы й  
ток.

Форма волны тока диода при измерении tr

Если не оговорено иное, постоянная времени RLCL должна быть не менее 0,1 t„ м акс.:
при Rl — активная часть общ его полного сопротивления цепи, исклю чая диод;
CL — общая ем кость схем ы , вклю чая диод.
С должна превыш ать tn  м акс./У ^.
П олное сопротивление Zt генератора тока должно превыш ать RL.
г) М еры предосторожности
Особых мер предосторожности не предусматривается.
д) М етодика измерения
У стан авл и вается  заданное зн ачен и е температуры. От 

генератора G тока н а  диод поступает заданны й  прямой 
то к  IF.

От генератора G н а  диод подаю тся импульсы; их 
амплитуда увеличивается до тех пор, пока импульсный 
обратный то к 1Ш  не достигнет заданного значения.

Время обратного восстановления trr является про
межутком времени от момента, когда то к  проходит через 
нуль, и до момента, когда то к  уменьш ается от значения 
1Ш  до заданного значения тока восстановления trr 
(черт. 12).

е) Заданные условия
Температура окружающей среды или в контрольной 

точке (ТатЬ, Тге/).
Прямой ТОК (If).
И мпульсный обратный ток (1Rm)-
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Ток обратного восстановления (irr).
Пример заданных условий: IF= 10 мА; 1Ш = 10 мА; irr = 1 мА.
5. Коэффициент детектирования
5.1. Коэффициент детектирования по напряжению r\v
а) Цель
Измерение коэффициента детектирования по напряжению сигнального диода в заданных 

условиях.
б) Схема измерения (черт. 13)

D

D — измеряемый диод; G — генератор с низким полным сопротивлением; V— вольтметр для измерения среднеквадратичных 
значений. Значение ^д о лж н о  превышать значение выходного полного сопротивления генератора и значение прямого полного

сопротивления диода

Черт. 13

в) Методика измерения
Устанавливается заданное значение температуры.
Генератор регулируется до получения заданного среднеквадратичного значения Vx.
С вольтметра считывается значение V2 и коэффициент детектирования вычисляют по формуле

Лу =  ( 10°  % ) ‘

г) Заданные условия
Температура окружающей среды, корпуса или в контрольной точке (Tamb, Tcase, Trej).
Частота измерения (обычно 100 МГц).
Параметры схемы (RL и CL).
Напряжение Vx (среднеквадратичное значение).
5.2 Коэффициент детектирования по мощности цр.
а) Цель
Измерение коэффициента детектирования по мощности сигнального диода в заданных усло

виях.
б) Схема измерения (черт. 14)

йд D

G — генератор с низким полным сопротивлением; D — измеряемый диод; V — электронный вольтметр

Черт. 14

в) Описание схемы и требования к ней
Потери трансформатора должны быть малы, а эквивалентное значение сопротивления потерь 

должно входить в Rg.
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К оэф ф ициент преобразования трансформатора долж ен обеспечивать согласование полного 
сопротивления между Rg и RL.

Значение RL должно быть больш е значения прямого полного сопротивления диода. П остоянная 
врем ени CLRL долж на быть больше значения, обратного значению  частоты  измерения.

К онденсатор Q  долж ен обеспечивать короткое зам ы кание н а частоте измерения.
г) М етодика измерения
У станавли вается заданное значение температуры.
Генератор перем енного напряж ения устанавливается н а  нуль, н а  генераторе п остоянного 

напряж ения создаю тся заданны е условия прямого смещ ения. С  амперметра п остоянного тока А  
счи ты вается значение тока 1п .

Н а генераторе перем енного напряж ения устанавливается заданное среднеквадратичное зн аче
ние Vg и с амперметра считы вается новое значение IL2.

К оэф ф ициент детектирования по м ощ ности вы числяю т по формуле

Л, =
h h i  h i  У

у\
(100 % ).

д) Заданные условия
Температура окружающ ей среды, корпуса или в  контрольной точке ( Tamh, Tcase,
Ч астота измерения (/) и напряж ение измерения ( Vg).
У словия см ещ ения по постоянном у току.
П араметры схем ы  (RL и CL).
П олное сопротивление генератора (Rg).
6. Ш ум  Ки, 1п
Ш ум  диода может быть представлен либо источником  ш умового напряж ения Vn, соеди ненны м  

последовательно с диодом, либо, что предпочтительно, источником  ш умового тока / и, соеди ненны м  
параллельно с диодом, к ак  показано на черт. 15.

Н а черт. 16 приведен пример принципиальной схем ы  для измерения 1п.
Реком ендуем ые значения для пределов полосы  пропускания фильтра: 900 и 1100 Гц.
П адение напряж ения, обусловленное ш умовым током  диода, измеряется на резисторе нагрузки 

после усиления с помощ ью усилителя с определенной ш ириной полосы  пропускания и коэф ф ици
ентом усиления. Ш ум овое напряж ение регистрируется на выходе усилителя с помощ ью квадратич
ного  вольтметра. Ш ум овой то к в  полосе пропускания определяют следующ им образом

__— О .

AVR

где Av — усиление по напряж ению  усилителя и фильтра.
Ш ум овой то к  может быть пересчитан для полосы  пропускания 1 Гц.
Д иод может бы ть см ещ ен в  лю бом направлении для получения шума в  прямом или обратном 

направлении.

Эквивалентная схема, 
представляющая шум в диоде

л -----------------N ---------------- г

N
If!

N  — источник шумового тока 

Черт. 15

Схема измерения шумового тока

А — усилитель с низким уровнем шума; D — измеряемый диод; 
F — полосовой фильтр; S  — источник постоянного тока; V — 

квадратичный вольтметр

Черт. 16
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Ш ум, вносимый усилителем, сопротивлением нагрузки и источником постоянного тока, дол
жен быть незначительным. В  противном случае необходимо произвести коррекцию посредством 
измерения шума, заменив диод соответствующ им резистором.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
О П О РН Ы Е ДИОДЫ И СТАБИЛИТРОНЫ

1. Рабочее напряжение Vz
1.1 . Рабочее напряжение (метод в режиме постоянного тока)
а) Цель
Измерение рабочего напряжения, соответствую щ его заданному рабочему току.
б) Схема измерения (черт. 17)

0
a

0

D — измеряемый диод 

Черт. 17

в) Описание схемы и требования к  ней
При измерении рабочего напряжения сопротивление вольтметра V должно превыш ать сопро

тивление диода.
г) М етодика измерения
Устанавливается заданное значение температуры.
П остоянны й рабочий ток регулируется до заданного значения 7Z, считываемого с амперметра 

Л, и на выводах диода измеряется рабочее напряжение Vz .
д) Заданные условия
Температура окружающей среды, корпуса или в контрольной точке ( Tamh, Tcase, Tref).
Рабочий ток (7Z).
Условия монтажа, вклю чая длину выводов, при необходимости.
1.2 . Рабочее напряжение (м етод в импульсном режиме)
а) Цель
Измерение рабочего напряжения, соответствую щ его заданному рабочему току в импульсном 

режиме.
б) Схема измерения (черт. 18)
в) Описание схемы и требования к  ней
Сопротивление вольтметра V  должно превыш ать диффе

ренциальное сопротивление диода при рабочем напряжении.
г) М етодика измерения
Устанавливается заданное значение температуры.
Т о к  на выходе генератора импульсов увеличивается до по

явления на амперметре заданного значения рабочего тока. Затем 
с вольтметра считывается значение рабочего напряжения на 
выводах диода.

д) Заданные условия
Температура окружающей среды, корпуса или в контроль- 

ной точке ( ТатЪ, Tease, Тref) •
Рабочий ток (7Z).
Д лительность и скваж ность импульса (tp9 8), предпочти

тельно: tp = 300 м кс, 8 < 2 %.

D — измеряемый диод; G — генератор им
пульсов тока; А — амперметр пиковых 

значений; V— вольтметр пиковых значе
ний

Черт. 18
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2. Д ифф еренциальное сопротивление rz
2 .1 . Д ифф еренциальное сопротивление в диапазоне рабочего напряжения rz  (м етод в режиме 

постоянного тока)
а) Цель
И змерение дифференциального сопротивления при заданном рабочем токе.
б) Схема измерения (черт. 19)

h

D— измеряемый диод; V — вольтметр среднеквадратичных или пиковых значений; С — разделительный конденсатор; Gi —
генератор переменного или импульсного тока

Черт. 19

П олное сопротивление вольтметра должно превыш ать измеряемое дифференциальное сопро
тивление.

Среднеквадратичное значение переменного тока не должно превыш ать 10 % постоянного 
рабочего тока либо при использовании генератора импульсного тока размах сигнала не должен 
превыш ать 30 % значения постоянного рабочего тока. R  должно быть приблизительно равно диф 
ференциальному сопротивлению диода.

г) М етодика измерения
У стан авл и вается  заданное значени е температуры.
Генератор постоянного тока регулируется до получения заданного значения рабочего тока Iz .
П ереклю чатель устанавливается в  положение 7, генератор постоянного тока регулируется таким 

образом, чтобы показания вольтметра были

Г, =  RIZ,

где Iz — среднеквадратичное значение заданного переменного тока малого сигнала (например, 10 % 
постоянного рабочего тока).

Переклю чатель устанавливается в  положение 2  и получают второе значение V2. Д ифференци
альное сопротивление вычисляю т по формуле

V*
h

д) Заданные условия
Температура окружающей среды, корпуса или в  контрольной точке ( ТатЬ, Т(
Рабочий ток (Iz).
Ч астота измерения (если она не равна 1 кГц ).
У словия монтажа, вклю чая длину вы водов, при необходимости.
2 .2 . Д ифф еренциальное сопротивление в диапазоне рабочих  

напряжений rz (м етод в импульсном реж им е)
а) Цель
И змерение дифференциального сопротивления при задан

ном рабочем токе в  импульсном режиме.
б) Схема измерения (черт. 20)
Рабочее напряжение Vz  измеряется при двух значениях 

рабочего тока IZL и IZH, среднее значение которых и является 
заданны м  рабочим током Iz .

Разность между IZL и IZH не должна превыш ать 30 % Iz .
О днако, поскольку измеряемая разность напряж ений меньш е 
рабочего напряж ения, для измерения напряж ения следует и с-

Tref)-

D — измеряемый диод; G — генератор им
пульсов тока; А — амперметр пиковых 

значений; V — вольтметр пиковых зна
чений

Черт. 20



С . 22  Г О С Т  2 9 2 1 0 - 9 1

пользовать метод вы со ко го  полного сопротивления, даю щ ий точны е результаты, 
г) М етодика измерения
Заданное значение температуры следует точно устанавливать и поддерживать во время изм е

рения.
При более низком  рабочем токе IZL измеряется напряж ение VZL. Затем при более вы соком  

рабочем токе IZH измеряется рабочее напряж ение VZH-
Д иф ференциальное сопротивление вы числяю т по формуле

_  VZ H ~  V z L  

'  1Z H  ~  1Z L

д) Заданные условия
Температура окружающ ей среды, корпуса или в  контрольной точке ( ТатЬ, Tcase, Trej).
Рабочий ток ( /z).
Д лительность и скваж ность импульса (tp, 8 ), предпочтительно: tp = 300 м кс, 8 <  2 %.
3. Температурный коэф ф ициент рабочего напряжения a v z .
3 .1 . Температурный коэф ф ициент рабочего напряжения a  vz (м етод  в реж им е постоянного тока)
а) Ц ель
И змерение температурного коэф ф ициента рабочего напряж ения при заданном  рабочем токе в 

заданном  диапазоне температур.
б) С хем а измерения (черт. 21)
в) О писание схем ы  и требования к  ней
Рабочее напряж ение Vz  измеряется при двух заданны х зн а

чениях температуры Г, и Т2.
О днако, поскольку измеряемая разность напряж ений м ен ь

ше рабочего напряж ения, при измерении напряж ения следует 
использовать метод вы со ко го  полного сопротивления, дающ ий 
точны е результаты.

Кроме того, при измерении тока и напряж ения могут по
требоваться отдельны е контакты .

г) М етодика измерения
При заданном  значении рабочего тока Iz , считанном  с

Черт. 21амперметра А, измеряется рабочее напряж ение при двух задан
ны х значениях температуры окружающ ей среды, корпуса или в
контрольной точке (7", и Т2), которые следует точно устанавливать и поддерживать в процессе 
измерения.

Температурный коэф ф ициент вы числяю т по формуле

_  100(Кг 2 - К я )
■vz ( Т  Д ) Vz ( % /  °С),

г̂е/)-

где Vzx — напряж ение, изм еренное при более низкой температуре 7);
VZ1 — напряж ение, изм еренное при более вы сокой  температуре Т2.

д) Заданные условия
Температура окружающ ей среды, корпуса или в  контрольной точке ( Tamb, Tcase,
Рабочий ток ( /z).
У словия монтаж а, вклю чая длину вы водов, при необходимости.
3 .2 . Температурный коэф ф ициент рабочего напряжения a vz  (м етод  в импульсном реж им е)
а) Ц ель
И змерение температурного коэф ф ициента рабо

чего напряж ения при заданном  рабочем токе в  задан
ном  диапазоне температур, в импульсном режиме.

б) С хем а измерения (черт. 22)
в) О писание схем ы  и требования к  ней
Рабочее напряж ение Vz  измеряется в  со ответст

вии с методом, используемым в  импульсном режиме 
и описанном  в  п. 1.2 при двух заданны х температурах 
Т\ и Т2.

D — измеряемый диод; G — генератор импульсов тока; 
А — амперметр пиковых значений; V — вольтметр пи

ковых значений

Черт. 22
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О днако, поскольку измеряемая разность напряжений меньш е рабочего напряж ения, при из
мерении напряж ения следует использовать метод вы сокого  полного сопротивления, дающ ий точны е 
результаты.

Кроме того, для измерения тока и напряжения могут потребоваться отдельные контакты .
г) М етодика измерения
При заданном значении рабочего тока / z, считанном  с амперметра А , измеряется рабочее 

напряжение при двух заданны х значениях температуры окружающей среды, корпуса или в контроль
ной точке, которые должны точно устанавливаться и поддерживаться в процессе измерения.

Температурный коэффициент вычисляю т по формуле

а  vz
m ( V Z2-Vzi)

W - T j V n (% / °С),

где VZ i — напряж ение, измеренное при более низкой температуре Тх\
VZ2 — напряж ение, измеренное при более вы сокой температуре Т2.
д) Заданные условия
Температура окружающей среды, корпуса или в контрольной точке ( Tamb, Tcase, Trej).
Рабочий ток ( /z).
Д лительность и скваж ность импульса (tp, 8), предпочтительно: tp = 300 м кс, 8 < 2 %.
4 . Обратный ток IR
П рименяется метод измерения для сигнальны х диодов, приведенный в первом разделе, п. 1.
5 . П рямое напряжение VF
П рименяется метод измерения для сигнальны х диодов, приведенный в первом разделе, п. 2.
6 . Емкость перехода Сш
П рименяется метод измерения для сигнальны х диодов, приведенный в первом разделе, п. 3.
7 . Ш ум овое напряжение Vn
а) Принцип метода
Ш ум зависит от тока диода / z. М ежду током Iz  и ш умовым напряж ением Vn не сущ ествует 

простого соотнош ения (см ., например, кривую на черт. 23).
Ш ум усиливается в заданны х условиях и измеряется с помощью вольтметра среднеквадратич

ны х значений.

Зависимость шумового напряжения Vn от Iz

Черт. 23

б) Схема измерения (черт. 24)

D— измеряемый диод; А — селективный усили
тель с определенной шириной полосы пропуска
ния, определенным коэффициентом усиления и 
высоким входным полным сопротивлением; 
V — вольтметр среднеквадратичных значений

Черт. 24
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в) О писание схем ы  и требования к  ней
Д олж ны  быть указаны  полоса частот и диапазон значений 7Z, при которы х производится 

измерение.
г) М еры  предосторож ности
При наличии значительного со бствен н о го  шума изм еренное значение долж но бы ть со ответст

вен н о  скорректировано.
д) Заданны е условия
Температура окружающ ей среды  или в  контрольной точке (ТатЬ или Tref).
Т о к  и диапазон частоты  изм ерения (7Z, j) .
Ш ирина полосы  частот детектора шума.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. 
ДИ О ДЫ  -  РЕГУЛЯТОРЫ ТОКА

1. Ток регулирования I s
а) Цель
И змерение тока регулирования диода — регулятора тока при заданном  напряж ении регулиро

вания.
б) Схем а изм ерения (черт. 25)
в) О писание схем ы  и требования к  ней
При измерении в  импульсном режиме вм есто регулируемого генератора п остоянн ого напря

ж ения используется генератор им пульсов напряж ения, вольтметр зам еняется прибором для изм ере
ния п и ковы х значений, то к  изм еряется с  помощ ью амплитудного вольтметра, п одклю ченного к  
калиброванном у резистору R  или через токовы й  зонд.

г) М етодика измерения
У станавли вается заданное значение температуры.
Регулируемый и сточн и к напряж ения настраивается таким  образом, чтобы  на вы водах диода — 

регулятора тока получить заданное значени е напряж ения регулирования Vs.
С амперметра А  счи ты вается значени е тока регулирования I s .
д) Заданны е условия
Температура окружающ ей среды, корпуса или в  контрольной точке (Tamb, Tcase, Trej).
Н апряжение регулирования (Vs).
Д лительность и скваж ность импульса (tp, 5) при измерении в  импульсном режиме.
2 . Температурный коэф ф ициент тока регулирования a TS
а) Цель
И змерение температурного коэф ф ициента тока регулирования диода — регулятора тока при 

заданном  напряж ении регулирования.
б) Схем а измерения
См. черт. 25.
в) О писание схем ы  и требования к  ней
При измерении в  импульсном режиме регулируемый и сточни к 

п остоянн ого напряж ения зам еняется генератором им пульсов напря
ж ения, вольтметр зам еняется прибором для изм ерения п и ковы х 
значений; то к  изм еряется с  помощ ью  п икового вольтметра, подклю 
чен н ого  к  калиброванном у резистору R  или через токовы й  зонд.

Прибор для изм ерения тока А  долж ен обладать вы со ко й  то ч
н остью , поскольку в  формулу температурного коэф ф ициента входит 
разность изм еряемых токов. С ледовательно, измерительный прибор 
А  долж ен бы ть, например, вкл ю чен  в  систем у м оста или в  систем у 
ком пенсации либо представлять собой цифровой вольтметр вы сокой  
точности.

В  процессе изм ерения необходим о тщ ательно следить за тем 
пературой окружающ ей среды, корпуса или в  контрольной точке.

D — измеряемый диод — регулятор 
тока; R — резистор для ограничения 
тока (калиброванный только для из

мерения в импульсном режиме)

Черт. 25
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При наличии в приборе значительной рассеиваемой мощ ности измерение тока может проводиться 
только после установления теплового равновесия.

г) М етодика измерения
То к регулирования измеряется при появлении на экране вольтметра V  заданного напряжения 

регулирования Г^и  при двух заданных температурах: окружающей среды, корпуса или в контрольной 
точке Т{ и Т2.

Температурный коэффициент вычисляю т по формуле

_  ЮР ( la  ISQ 
l s ~ <T2- T 0ISI (% / -С ),

где Isl — ток, измеренный при более низкой температуре 7\;
/ $ 2  — ток, измеренный при более высокой температуре Т2.

д) Заданные условия
Температура окружающей среды, корпуса или в контрольной точке (7\ и Т2) ( Tamh, Tcase, Tref).
Напряжение регулирования (К$).
Длительность и скваж ность импульса (tp, 8) при измерении в импульсном режиме.
3. Изменение тока регулирования
а) Цель
Измерение изменения тока регулирования диода — регулятора тока при заданном напряжении 

регулирования.
б) Схема измерения
См. черт. 25.
в) Описание схемы и требования к  ней
При измерении в импульсном режиме регулируемый источник постоянного напряжения заме

няется генератором импульсов напряжения, вольтметр заменяется прибором для измерения пиковых 
значений; ток измеряется с помощью пикового вольтметра, подключенного к  калиброванному 
резистору R  или через токовый зонд.

г) М етодика измерения
Регулируемый генератор напряж ения настраивается на наим еньш ее заданное значение vSi; 

с ам п ер м етр а^ счи ты вается значение тока регулирования Is l. Затем генератор настраивается на 
наибольш ее заданное значение V&; с амперметра А  счи ты вается значение тока регулирования 
Isl-

Изменение тока регулирования вычисляю т по формуле

h = / 5 2  /si •
д) Заданные условия
Температура окружающей среды, корпуса или в контрольной точке ( Tamh, Tcase, Trej).
Напряжения регулирования^^, и V^).
Длительность и скваж ность импульса (tp, 8) при измерении в импульсном режиме.
4. Н апряжение ограничения VL
а) Цель
Измерение напряжения ограничения диода — регулятора тока при заданном токе регулирования.
б) Схема измерения (черт. 26)
в) Описание схемы и требования к  ней
При измерении в импульсном режиме регулируемый источ

ни к постоянного напряжения заменяется генератором импульсов 
напряжения, вольтметр заменяется прибором для измерения пи
ковы х значений; ток измеряется с помощью пикового вольтметра, 
подключенного к  калиброванному резистору R  или через токовый 
зонд.

г) М етодика измерения
Устанавливается заданное значение температуры.
Регулируемый генератор напряжения настраивается таким 

образом, чтобы получить на диоде — регуляторе тока заданное 
значение IL.

С вольтметра V  считывается напряжение ограничения Vf .
д) Заданные условия

D — измеряемый диод — регуля
тор тока; R — резистор, предна

значенный для ограничения тока 
(калиброванный только для изме

рения в импульсном режиме)

Черт. 26
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Температура окружающей среды, корпуса или в контрольной точке (Tamh, Tcase, TreJ).
Ток ограничения (IL).
Длительность и скважность импульса (tp, 8) при измерении в импульсном режиме.
5. Проводимость диода — регулятора тока в режиме малого сигнала gs 
5.1. Метод двух вольтметров
а) Цель
Измерение проводимости диода — регулятора тока в режиме малого сигнала при заданном 

напряжении регулирования.
б) Схема измерения (черт. 27)

D — измеряемый диод — регулятор тока; Rx — сопротивление этого резистора должно быть значительно ниже 1 /gs\ как 
правило, используется значение от 10 до 100 Ом в зависимости от чувствительности вольтметра; R2 — сопротивление этого 
резистора должно значительно превышать сопротивление генератора; L  — применение данной катушки индуктивности не
обязательно; ее наличие облегчает настройку на заданную рабочую точку; С\, С2 — данные конденсаторы должны обеспечивать 
эффективное короткое замыкание на частоте измерения; Р  — кнопочный переключатель используется только при измерении 
Vs', V — вольтметр должен обладать достаточной чувствительностью; при измерении низких индуктивностей 

предпочитается использовать селективный прибор

Ч ерт. 27

в) Методика измерения
Устанавливается заданное значение температуры.
Регулируемый источник напряжения G настраивается таким образом, чтобы на диоде — регу

ляторе тока получить заданное постоянное напряжение Vs.
Переключатель S  находится в положении 1, с помощью вольтметра Va измеряется значение 

V\ ~  Id • R\. Затем переключатель S  устанавливается в положение 2  и измеряется значение V2 = Vs + 
+ IdRx, где Vs  — падение переменного напряжения на диоде — регуляторе тока:

V i - v ,  = v-

Проводимость gs в режиме малого сигнала вычисляют по формуле

&  =
Ух

RxiYi-Vx)  ■

При V2 »  Vx

g s ~
Ух

w
в) Заданные условия
Температура окружающей среды, корпуса или в контрольной точке (Tamh, Tcase> Tref).
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Напряжение регулирования ( Vs).
Ч астота измерения (/).
5 .2 . М остовой метод (м ост с двумя плечами)
а) Цель
Измерение проводимости диода — регулятора тока в режиме малого сигнала при заданном 

напряжении регулирования.
б) Схема измерения (черт. 28)
в) Описание схемы и требования к  ней
М ост должен обладать низким сопротивлением по п остоян

ному току между выводами, и протекающ ий по нему то к не должен 
оказывать влияние на точность измерения.

К онденсатор С должен обеспечивать эф фективное короткое 
замыкание на частоте измерения.

г) М етодика измерения
У станавливается заданное значение температуры.
При отсутствии диода — регулятора тока осущ ествляется ба

лансировка моста.
Измеряемый прибор вклю чается в измерительную розетку и 

при подаче заданного напряжения регулирования вн овь произво
дится балансировка моста. Затем с моста считывается значение gs.

д) Заданные условия
Температура окружающей среды, корпуса или в контрольной 

точке {ТатЬ, Tease’ Tref) ■
Напряжение регулирования (Vs).
Ч астота измерения (/).
6. П роводимость на изгибе вольт-амперной характеристики gk
Для измерения проводимости в режиме малого сигнала можно использовать метод, приведен

ны й в п. 5, при установке напряжения регулирования на заданное значение Vk.

D — измеряемый диод — регулятор тока 

Черт. 28

Г л а в а  У. П Р И Е М К А  И  Н А Д Е Ж Н О С Т Ь  

РАЗДЕЛ П Е Р В Ы Й .
Э Л ЕК ТРИ Ч ЕСК И Е ИСПЫ ТАНИЯ НА СРОК СЛУЖ БЫ

1. О бщ ие требования
См. М Э К  747— 1, гл. V III, разд. третий, п. 2 , имеющий аналогичное название.
2 . Специальные требования
2 .1 . П еречень испытаний на срок службы
В  табл. 2 приводится перечень испытаний н а срок службы для всех  категорий приборов.
2 .2 . Условия проведения испытаний на срок службы
Условия проведения испытаний и испытательные схемы приведены в табл. 2. Проводимые 

испытания устанавливаю тся в частны х технических условиях на изделия конкретны х типов.
2 .3 . Критерии отказов и параметры—критерии годности при приемосдаточных испытаниях
П арам етры —критерии годн ости , их критерии отказов и условия изм ерений приведены  в 

табл. 1.

П р и м е ч а н и е .  Параметры измеряются в той последовательности, в какой они приведены в табл. 1, 
так как изменения параметров, вызванные определенным механизмом отказов, могут быть полностью или 
частично скрыты из-за воздействия других измерений.

2 .5 . П роцедура, которой следую т в случае ошибки во время испытаний
Если отказ прибора возни к в результате ош ибки во время испытания (например, неисправности 

измерительного или испытательного оборудования или ош ибки оператора), то он должен быть 
зарегистрирован в  протоколе испытания с указанием причины отказа.
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Т а б л и ц а  1
Параметры — критерии годности при приемосдаточных испытаниях, проводимых после испытаний на срок

службы

П одклассы при
боров

Параметры—кри - 
терии годности Критерии отказов1) Условия измерений

Сигнальные
ДИОДЫ

h > 2  X USL При верхнем значении VR, заданном для IR4̂
vF >1,1 x USL При верхнем значении IF, заданном для VF

Опорные
ДИОДЫ

Ir > 2  x USL При верхнем значении VR, заданном для IR

Vz | A > 1  % IVD2> 
| A >2 % IVD 3>

При Iz, заданном для номинального значения Vz

rz > 1 , 2  x  USL
> 1 , 5  x  USL См. соответствующие ТУ

С т а б и л и 
т р о н ы

Ir > 2  x  USL При верхнем значении VR, заданном для IR

Vz

Л V При Iz, заданном для номинального значения Vz

rz > 1 , 2  x  USL

^ USL — заданное верхнее предельное значение.
LSL — заданное нижнее предельное значение.
IVD — заданное первоначальное значение параметра прибора.
Для приборов с допуском, не превышающим 1 %.
Для приборов с допуском св. 1 %.

4) Если для измерения Ir в области пробоя задана величина Vr, то может быть использовано ее нижнее 
значение.

Т а б л и ц а  2
Условия проведения испытаний на срок службы

Подклассы
приборов Испытания

Условия испытаний
Испытательные схемы Примечание

Т ок Напряжение Температура

Сигналь
ные диоды

Долго
вечность

Эквивален
тен значению 
тока при рас
сеиваемой мощ
ности Рш макс, 
или заданное 
максимальное 
значение вы
прямленного 
тока

Синусо
идальное на
пряжение на 
частоте 50 или 
60 Гц. Пико
вое значение, 
равное 
VR макс.

(См. МЭК 
747-1, гл. VIII, 
разд. третий, 
п. 2.1.3)

О
 

О

^
 

j

r l -
нагрузоч
ный ре
зистор

Сигналь
ные диоды

Обрат
ное сме
щение 
при высо
кой тем
пературе

V=
= VR макс.

Наивысшая 
рабочая темпе
ратура, при ко
торой прило
жено V при 
Тать макс, или
Тсше макс-
(в зависимости 
от того, какая 
оговорена)

С
+

-------- ---------------

)  <5ъ
R s ~

токоогра
ничиваю
щий ре
зистор
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Окончание табл. 2

Подклассы
приборов Испытания

Условия испытаний
Испытательные схемы Примечание

Ток Напряжение Температура

Опорные 
диоды и 

стабилитро
ны

Д олго
вечность

Iz  м акс., 
как указано в 
соответству
ющих Т У

Зависит
от Iz

(С м . М Э К  
7 4 7 - 1 ,  гл. V III, 
разд. третий, 
п. 2 .1 .3 ) С

+

------------1=1------------

)  <5ь Rs -  
гокоогра- 
ничиваю- 
щий резис
тор

Vz
R c >  0 , 2 - F  

s  h
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  ДА Н Н Ы Е

1. В Н Е С Е Н  М инистерством электронной промышленности СССР

2. У Т В Е РЖ Д Е Н  И ВВЕДЕН  В Д Е Й С Т В И Е  Постановлением Комитета стандартизации и метрологии 
СССР от 26 .12.91 №  2128

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта М Э К  747-3—85 
«Полупроводниковые приборы. Дискретные приборы и интегральные схемы. Часть 3 . Сигнальные 
диоды» и полностью ему соответствует

3. С СЫ Л О Ч Н Ы Е Н О РМ А Т И В Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д О К У М Е Н Т Ы

Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта

МЭК 7 4 7 - 1 - 8 3 Гл. I, п. 1; гл. II, разд. первый, пп. 1, 2, 3.1, 3.2; 
разд. второй, пп. 1, 2, 3.1, 3.2; разд. третий, пп. 1, 2, 
3.1, 3.2; гл. III, разд. первый, пп. 1.3, 3, 3.1, 3.5; разд. 
второй, пп. 1.2, 3.1, 3.2; гл. V, разд. первый, п. 1; 
табл. 2

4. П Е РЕ И ЗД А Н И Е . Июль 2004 г.

Переиздание (по состоянию на апрель 2008 г.).
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